
2SC2611
シリコン NPN三重拡散形

特長

l 高電圧増幅用

l TV映像出力用

外観図

1. Emitter
2. Collector
3. Base
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絶対最大定格

(Ta = 25℃)

項目 記号 2SC2611 単位

コレクタ・ベース電圧 VCBO 300 V

コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 300 V

エミッタ・ベース電圧 VEBO 5 V

コレクタ電流 IC 100 mA

許容コレクタ損失 PC 1.25 W

接合部温度 Tj 150 ℃

保存温度 Tstg –55～+150 ℃

電気的特性

(Ta = 25℃)

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件

コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO 300 — — V IC = 10µA，IE = 0

コレクタ・エミッタ破壊電圧 V(BR)CEO 300 — — V IC = 1mA，RBE = ∞

エミッタ・ベース破壊電圧 V(BR)EBO 5 — — V IE = 10µA，IC = 0

コレクタ遮断電流 ICEO — — 1.0 µA VCE = 250V，RBE = ∞

直流電流増幅率 hFE 30 — 200 VCE = 20V，IC = 20mA

コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) — — 1.5 V IC = 20mA，IB = 2mA

利得帯域幅積 fT 50 80 — MHz VCE = 20V，IC = 20mA

コレクタ出力容量 Cob — — 4.0 pF VCB = 20V，IE = 0，f = 1MHz



2SC2611

3

0 50 100 150
Ambient Temperature  TC  (°C)

C
ol

le
ct

or
 p

ow
er

 d
is

si
pa

tio
n 

 P
c 

 (
W

)

0.5

1.5

1.0

Maximum Collector Dissipation Curve

Collector to emitter Voltage  VCE  (V)
C

ol
le

ct
or

 C
ur

re
nt

  I
C
  (

m
A

)

0

Typical Output Characteristics

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

IB = 0

2 µA

4

6

8

10

12

14
16

Base to emitter voltage  VBE  (V)

C
ol

le
ct

or
 C

ur
re

nt
  I

C
  (

m
A

)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1

2

5

10

20

50

100
Typical Transfer Characteristics

VCE = 20 V

0

20

40

60

80

100

Collector current  IC  (mA)

D
C

 c
ur

re
nt

 tr
an

sf
er

 r
at

io
  h

F
E

1 2 5 10 20 50 100

VCE = 20 V
Pulse

Ta = 75°C

25

–25

DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current



2SC2611

4

0.1

0.2

0.5

1.0

2

5

10

Collector current  IC  (mA)

C
ol

le
ct

or
 to

 e
m

itt
er

 s
at

ur
at

io
n 

vo
lta

ge
V

C
E

 (
sa

t)
  (

V
)

1 2 5 10 20 50 100

Collector to Emitter Saturation
Voltage vs. Collector Current

IC = 10 IB
Pulse

T C
 =

 75
°C

25
–2

5

0

20

40

60

80

100

Collector current  IC  (mA)
G

ai
n 

ba
nd

w
id

th
 p

ro
du

ct
  f

T
  (

M
H

z)

1 2 5 10 20 50 100

Gain Bandwidth Product vs.
Collector Current

VCE = 20 V

0.5

1.0

2

5

10

20

50

Collector to base voltage  VCB  (V)

C
ol

le
ct

or
 o

ut
pu

t c
ap

ac
ita

nc
e 

 C
ob

  (
pF

)

1 2 5 10 20 50 100

Collector Output Capacitance vs.
Collector to Base Voltage

f = 1 MHz
IE = 0



3.1 φ +0.15
–0.1

8.0 ± 0.5

2.
3 

± 
0.

3
1.1

3.
7 

± 
0.

7
11

.0
 ±

 0
.5

15
.6

 ±
 0

.5
0.8

2.29 ± 0.5 2.29 ± 0.5 0.55 1.2

2.7 ± 0.4

120°

120°

12
0°

Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)

TO-126 Mod
—
—
0.67 g

Unit: mm


